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(0,4) 1) Resistores fijos: Curva de deswataje (derating).

Los resistores fijos pueden disipar una potencia maxima de una forma continuada y a una temperatura de trabajo y condiciones
ambientales especificadas sin que se deteriore. A esta potencia maxima se denomina potencia nominal (P,,). Pero esta potencia maxima
depende de la temperatura ambiente y a medida que la temperatura ambiente aumenta esta potencia maxima disminuye hasta alcanzar
una potencia nula cuando la temperatura ambiente iguala a la temperatura maxima que puede soportar el resistor.

La curva de deswataje (derating) es la curva que representa la variacion de la potencia maxima que puede disipar el resistor en funcién
de la temperatura ambiente, es decir, representa esa pérdida de watios maximos de consumo a medida que la temperatura ambiente
aumenta. La curva viene dada por los fabricantes en las hojas caracteristicas del dispositivo y seria de este tipo:
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(0,4) 2) Si una barra de germanio se dopa con indio (grupo I11A de la tabla periédica) en una concentracién de 2 - 10" at/cm®a
una temperatura de 300 °K, calcular la concentracion de electrones y huecos en el semiconductor en estas circunstancias.
DATO: n; (300 °K) = 2,36 - 10 cm’®

El indio es un elemento del grupo I11A de la tabla periédica (3 electrones de valencia) y por lo tanto es una impureza aceptora. Esto
implica que: Nao =2 - 102 cm™® y Np=0.

Como a 300 °K la concentracion intrinseca del germanio es n;= 2,36 - 10** cm™, se tiene que la concentracion de impurezas aceptoras es
menor que la concentracion intrinseca (Na < n;). Por lo tanto no se pueden realizar las aproximaciones para el caso Na >> n;.

En cualquier semiconductor se tienen que cumplir la ley de la neutralidad eléctrica y la ley de accion de masas:

No+p=N,+n n2 n?
, =>nN=—=p=N,+—
n-p=n;

p2 :NA.p+ni23 pZ_NA,p_niZ 0= p2—2-1012~p—(2,36.1013)2 ~0

Se resuelve la ecuacion de 2° grado y se obtienen dos valores posibles para la concentracién de huecos:
p=24621-10% cm?
p=-2,2621-10"%cm?

Claramente el segundo resultado al ser negativo no es un valor valido, por lo que la concentracién de huecos es la que presenta el primer
resultado. A continuacion se obtiene el valor de la concentracién de electrones a partir de la ecuacién de la ley de accion de masas:

p  24621-10%cm™
Las concentraciones de electrones y huecos son:

2 13 -3\2
_N_(236-107cm™)” o601 10%em?

n=2,2621-10% cm?
p =2,4621-10" cm?




(0,4) 3) Circuito rectificador: Dibujar un circuito rectificador de onda completa en puente con filtro condensador que a partir de
la red eléctrica (sefial senoidal de 220 Vs y 50 Hz) ofrezca a una carga de 1 kQ una corriente continua de aproximadamente 20
mA y un factor de rizado del 1%. Considerar diodos ideales y que se cumplen condiciones de rizado bajo. Indicar el valor del
condensador y el de la sefial en el secundario del transformador (frecuencia y valor eficaz de la tension).
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Rizado bajo => aproximacién de la sefial como un diente de sierra => V,; =

@

Vi = lgn, - R = 20mA-1kQ = 20V

v Ve V., 1
Viar =Vir +— r=_o _ Y =>Vr=2'\/§'l"VC=0,69V
MaxR, dcR_ 2 Vdc Vdc 2 \/§ d
VMaxR = 20V + M = 20’34\/ :VPsecundariO = Vef = V_P = M = 14,38\/
L 2 \/E \/E
1 1 1 100

r=1%=0,01=

r=R, -C=10°Q-288,67-10°F =288,67ms >> % =10ms

T >> T/2 => se cumple condicion de rizado bajo.

=C = . =
4.43-f.C-R, 001 4-43-f-R,  4-4/3-50Hz-10°Q)

= 288,67 uF

(0,4) 4) Dibujar un circuito de polarizacién de un transistor bipolar donde se realiza una compensacién de variaciones de la
Ico con la temperatura utilizando un diodo. ¢En que tipo de transistor es mas importante realizar una compensacién de este

tipo, en los de germanio o en los de silicio?.

VCC

Es mas importante en los transistores de germanio, ya que la Ico es del orden de A en estos transistores y del orden de nA en los de Silicio,
siendo de este modo més significativo sobre el punto de trabajo variaciones de Ico provocadas por cambios de temperatura en los de germanio.



(0,4) 5) Responde brevemente a las siguientes preguntas:
a) ¢Qué tipo de transistor de efecto campo necesita una tension umbral para que empiece a conducir?

Los transistores MOS de acumulacién

b) Definir los parametros Ipss y Vp

Ipss €s la corriente de drenador en saturacion cuando Vgs = 0 en los transistores JFET y MOS de deplexion.

Vp es la tension de contraccion maxima. Es la Vps que hay que aplicar para que el transistor JFET o MOS de deplexion entre en
saturacion cuando Vgs = 0 0 también es la Vgs que hay que aplicar para que el transistor esté en corte.

¢) ¢En que region hay que polarizar a un JFET para que se comporte como una fuente de corriente?

En saturacion

d) Decir las polaridades que deben tener Vgs, Vps € Ip (se considera que es positiva si es entrante) en un MOS de acumulacion de
canal P.

Vs negativa
Vps Negativa

Io negativa



